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１．概要（Summary）

  MEMS 構造体に絶縁層として、被覆性の良好な保護

膜を成膜する。構造体には段差があるが、特にその部分

の被覆性が重要である。2016 年度に ALD-Al2O3 を適用

し、これまで成膜していた TEOS SiO2 と比較して段差部

の被覆性が改善することを確認した。2017 年度は同条件

で複数の試料に成膜し、再現性を確認した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

アトミックレイヤデポジション (ALD)装置 SUNALE 
R-150

堀場製作所製分光エリプソメーター UVISEL
【実験方法】

（１）成膜

  MEMS 構造体に ALD-Al2O3 を成膜した。材料は、

TMA （トリメチルアルミニウム）と O3（オゾン）を

使用した。膜厚は 70nm 狙いとした。

（２）膜厚測定

  試料成膜前に膜厚モニター用の 6 インチ Si 基板上に

ALD-Al2O3 を成膜し、分光エリプソメーターで膜厚を測

定して、試料の成膜時間（cycle）を決定した。

（３）被覆性の確認

  被覆性は、試料を断面研磨し、SEM で観察して確認

した。

３．結果と考察（Results and Discussion）

  膜厚は狙い通り 70nm となった。6 インチウェハの面内

9 点を測定し、膜厚の均一性は±3.7%であった。

  試料の断面 SEM 像を Fig.1 に示す。Fig.1 に示すよ

うに、段差部について良好な被覆状態となっていることが

確認された。複数の試料に成膜して観察し、再現性につ

いても良好な結果が得られた。

Fig.1. Cross-sectional SEM image of MEMS 
structure.
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